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１．概要（Summary） 

グラフェンは特異な電子物性を有し、高移動度を持つ

ことから、次世代の高速動作トランジスタへの応用が期待

されている。この応用のボトルネックとしてバンドギャップを

開ける事が上げられる。バンドギャップを開ける方法として、

単層グラフェンのナノリボン化と二層グラフェンの垂直電

場印加の二通りが上げられる 1)が、本件では後者を目的

としている。そこで、二層グラフェンに垂直電場を TG と

BGで印加する構造を持つデバイス作製を試みた 2),3)。 

 

２．実験（Experimental） 

・装置 

 UV クリーナー、電子ビーム描画装置、反応性イオンエ

ッチング装置（RIE）、プラズマアッシャー、小型真空蒸着

装置、真空蒸着装置 

・内容 

Fig.1 のようなデバイスを作製した。まず、小型真空蒸

着機で酸化膜付シリコン基板に BG を堆積した。基板を

UV クリーナーで光化学的に洗浄し、SAM 膜を堆積させ、

剥離グラフェンを貼りつけた。EB（電子ビーム）蒸着装置

で Alを蒸着（Fig.1では seed-Al2O3）、続けてALDでア

ルミナを蒸着（Fig.1では ALD-Al2O3）した。 

TG を EB リソグラフィーと真空蒸着機で作製した。S,D

部のアルミナを EB リソグラフィーのあとにウェットエッチン

グした。続いて再度EBリソグラフィーと真空蒸着機でS,D

を作製した。 
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Fig.1  A illiustration of the dual-gate graphene 

transistor. 

（S: Source, D: Drain, TG: Top Gate, BG: Back Gate） 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

デバイスは問題なく作製することができた。 

今回作成したアルミナの比誘電率はばらつきが多く、厚

さ 20 nm（AFMから評価）と仮定すると約 6~17 と高い事

がわかった。しかし TG のリークが激しく、アルミナの堆積

条件を再考する必要がある。Fig.2 に作製したデバイスを

示す。 

 

Fig.2 An optical image of the dual-gate transistor.  

Inset shows the magnified image of channel. 
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